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序＞SiO2熱酸化膜上にリモート H2プラズマ支援により高密度・一括形成した Fe ナノドッ

ト(~1011cm-2)に基板温度 400˚Cで SiH4照射を行った場合、Feシリサイドナノドットが形成でき、

0.79eV 付近に室温フォトルミネスセンス（PL）が認められることを報告した[1]。本研究では、

SiH4照射時におけるガス圧力および照射時間が Fe ナノドットのシリサイド化反応に及ぼす影響

を評価した。 

実験＞p-Si(100)基板上に形成した SiO2 熱酸化膜(膜

厚~300 nm)上に、電子線蒸着により膜厚~1.0 nm の Fe

薄膜を堆積した後、同一チャンバ内にて基板温度

400˚C で H2-RP 処理(60MHz-ICP: 500 W, 10 Pa)を行

って Fe ナノドット形成後、引き続き pure SiH4照射

を行った。照射時間は 1~30 分、照射時のガス圧力は

1~10Pa で変化させた。 

結果および考察＞SiH4 照射前後の AFM 表面形状像

測定から、SiH4 照射条件を変化させた場合において

もドットの面密度およびサイズに顕著な変化は認め

られない(Inset in Fig. 1)。これらのナノドットの室温

PL 測定を行った結果、いずれの照射量においても

0.7~0.85 eV にブロードな信号が認められるものの、

PL発光強度に明瞭な変化が認められた(Fig. 1)。PL積

分強度を SiH4照射量（照射時間×圧力）に対してま

とめた結果、照射量の増加に伴い発光強度が増強す

るものの、照射量 600 Pa･sec で最大となった後、顕

著に減少した(Fig. 2)。600 および 1800 Pa･sec で SiH4

照射したナノドットを XPS 分析した結果、600 Pa･

sec で照射した試料では Si-Fe の信号が認められる

ものの、1800 Pa･sec で照射した試料では Si-Fe の信

号とともに、Si-Si に起因する低エネルギー側のピー

クが認められた(Inset in Fig. 2)。この結果は、Fe ナノ

ドットのシリサイド化により-FeSi2相が形成した後、

ナノドット表面に Si層が堆積したことを示している。

Si の価電子帯上端が-FeSi2 に比べ僅かに浅い[2]こと

を考慮すると、光励起により生成した正孔の一部が Si

層に移動することで、-FeSi2ナノドットでの電子－正

孔再結合効率が低下した結果で解釈できる。 

結論＞Fe ナノドットへの SiH4照射によるシリサイド

ナノドット形成において、-FeSi2相形成後、ナノドッ

ト表面に Si が堆積することで発光強度が低減するこ

とがわかった。 
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Fig. 1  Room temperature PL spectra of 
Fe-NDs taken after SiH4-exposure at doses 
of 300(a), 600(b), and 1800 Pa･sec (c). 
Corresponding AFM images are also 
shown in the inset.   

 
Fig. 2 Integrated PL intensities as a 
function of the dose of SiH4-exposure. 
XPS spectra of the NDs exposed at SiH4 
doses of 600 and 1800 Pa･sec are also 
shown in the inset. 
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